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_(5T) Abstract: In order to achieve temperature distribution, in particular a homogeneous temperature distribution in, for example,
a substrate during a thermal treatment process of said substrate, a method is disclosed for the thermal treatment of substrates, in
particular semi-conductor wafers, in a process chamber comprising at least one temperature distribution influencing element located
— in the process chamber. During thermal treatment, the spatial arrangement of the element is altered relative to the substrate and/or to
< the process chamber. A device for the thermal treatment of substrates in a process chamber is also disclosed, comprising at least one
temperature distribution influencing element located in a process chamber wherein a device is provided in order to alter the spatial

@\ arrangement of the element relative to the substrate and/or to the process chamber during the thermal treatment process.
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@ (57) Zusammenfassung: Um die Temperaturverteilung, insbesondere eine homogene Temperaturverteilung, auf bzw. in einem
Substrat wihrend einer thermischen Behandlung desselben zu ermdglichen, wird ein Verfahren zum thermischen Behandeln von

~ Substraten, insbesondere Halbleiterwafern, in einer ProzeBkammer mit wenigsiens einem die Temperaturverteilung beeinflussenden
Element in der ProzeSkammer angegeben, bei dem wiihrend der thermischen Behandlung die rdumliche Anordnung des Elements
relativ zum Substrat und/oder zur ProzeBkammer verindert wird. Ferner wird eine Vorrichtung zum thermischen Behandeln von
Substraten in einer ProzeBkammer mil wenigstens einem die Temperaturverteilung beeinflussenden Element in der ProzeBSkammer

a angegeben, bei der eine Einrichtung zum Andern der riumlichen Anordnung des Elements relativ zum Substrat und/oder zur Pro-

zeBkammer wihrend der thermischen Behandlung vorgesehen ist.
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